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반도체 공학 (김동명, 한빛미디어)의 정오표(2012년 7월 10일 현재) 

표지, 서문, 기타 

쪽 줄 수정 전 수정 후 

제목 영문제목 추가 필요 반도체 공학 
반도체 공학 

Microelectronic Semiconductor Devices
 

머리말 

둘째 쪽 

위에서 10째줄 

위에서 12째줄 

아래에서 11쨰줄 

…다이오드는 바이폴라 소자로,  

..지표(…이동도, 확산길이)에 영향을… 

대부분 학생들이… 

…다이오드는 바이폴라 소자로서,  

..지표(…이동도, 확산길이)의 영향을… 

대부분의 학생들이… 

머리말 

셋째 쪽 
위에서 12째줄 · 2단자 소자….. 조절(7~8장) · 2단자 소자….. 조절(7~9장) 

005 머리말의 두번째 쪽 16줄 …평균수명(p, m) 동안… …평균수명(p, n) 동안… 

1장 고체의 원자 배열 

쪽 줄 수정 전 수정 후 

030 [표 1-2] 단위셀 면적 1 1A a b   1 1A a b   

038 [그림1-8] 아래쪽 그림 속의 원자 위치 b와 d b와 d를 바꿔 주십시오 

050 연습문제 1.6의 그림 latice constant lattice constant 

025 [그림 1-1]  (e) 의 오른 쪽 화살표 옆의 V13 삭제해 주세요. 

026 아래에서 6줄 끝 [1/scm2] [1/s·cm2] 

028 [표 1-1] 단결정 인듐비소(In As)띄어쓰기 인듐비소(InAs) 

029 [그림 1-4] 설명 
(a) …. Ep(x)… 

(b) …. Ep(x+nT)= Ep(x)… 

(a) …. Ep(r)… 

(b) …. Ep(r+nT)= Ep(r)… 

034 [그림 1-6] (d) x축 가까이의 a(3/4,3/4,3/4)  삭제해 주십시오. 

036 아래에서 4째줄 에서 [그림 1-6(a)]와 같은… 에서 [그림 1-6(c)]와 같은… 

040 [그림 1-9]의 왼쪽 그림 ..where p,q,r: intergers : p,q,s=정수 

041 위에서 5줄 …밀러 지수 [hkl]… …밀러 지수 (hkl)… 

042 맨 아랫줄 .. {hkl}… .. (hkl)… 

046 [그림 1-12] (b) (b)에 표시된 변의 길이 2/a 4/a 

048 [그림 1-14] (a)의 둘째 단계 그림 중 dopants/imputities dopants/impurities 

 

 

2장 반도체 특성 이해를 위한 양자역학 기초 

쪽 줄 수정 전 수정 후 
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예제 풀이의 (c), (d): 
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052 
윗칸의 제일 아래 

왼쪽 그림 
Eg를 나타내는 화살표의 위쪽 화살표가 EC에서 끝나게 수정 
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054 위에서 6줄 …. Ep = (x+nT)= Ep(x)… (b) …. Ep(r+nT)= Ep(r)… 

055 

[그림 2-1]의 (c) 세로축을 왼쪽으로 조금 옮겨서 (b)와 같이 가운데 원자에 맞추어 주세요. 

[그림 2-1]의 (c)  

설명  
(c) ….. 분포 (c) ….. 분포 (a=T) 

056 참고 2-2 

h = 6.63.10-34 [J.s] = 4.135.10-15 [eV.s], 2h 

=1.10-34 [J.s] 

1 [eV] = 1.6·10-19 [C·V] = 1.6·10-19 [J]  

1 [J] = 1/(1.6·10-19 ) [eV] = 6.24·10-18 [eV] 

h = 6.63×10-34 [J.s] = 4.135×10-15 [eV.s],  

2h  =1×10-34 [J.s] 

1 [eV] = 1.6×10-19 [C·V] = 1.6×10-19 [J]  

1 [J] = 1/(1.6×10-19 ) [eV] = 6.24×1018 [eV] 

057 [그림 2-2] (a) 

A
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059 아래에서 5줄 각주파수  [rad] 각주파수  [rad/s] 

059 아래에서 4줄 플랑크 상수 h = 6.63.10-34 [J.s]) 플랑크 상수 h = 6.63×10-34 [J.s]) 

060 위에서 첫 수식 
* h

m
c

p
h





   * h

p m 


   

066 
그림 2-5의 제일 

윗칸 오른쪽 수식 
=c/=h/p =h/p 

067 참고 2-6 
전하유동밀도 ( )xD    

전위분포 ((x)) [V] 

( )rD    

전위분포 (V(x)) [V] 

068 위에서 8줄 같이 시간에………와 공간에 대한….. 같이 공간에………와 시간에 대한….. 

074 맨 아랫줄 …변화율(’(x)=∂(x)/∂x)이 …변화율(’(x)=∂(x)/∂x)이 

075 
"자유전자" 절의 

둘째줄 
electrostatistically free space electrostatically free space 

075 아래에서 첫식 ( ) 0pE x   ( <x<+) ( ) 0pE x   ( -<x<+) 

076 
아래에서 6줄과  

바로 아래 수식 

파동함수 (x,y,z;t)는 다음과 같다. 

( , , ; ) ....x y z t   

파동함수 (x,t)는 다음과 같다. 

( , ) ....x t   

077 아래에서 10줄 … 파동함수를 구성하는 성분 중 +(x)는 … 파동함수를 구성하는 성분 중 +(x,t)는 

078 아래에서 9줄 이는 곧 전파로서의 전자가…. 이는 곧 파동으로서의 전자가…. 

078 맨 아래 수식 
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080 위에서 첫 식 <pop>……. <p>……. 

080 
아래에서 넷째 
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081 위에서 둘째 식 
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아래에서 둘째 
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081 아래에서 첫 식 
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085 위에서 첫식 ….. n±1, …. ….. n=±1, …. 

088 
풀이의 위에서 

다섯째 수식 
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088 맨 아래 수식 ...( , ) ( ) ( )x y x y     ( , ) ( ) ..( .)nm n mx y x y     
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089 

그림 2-16 의 

둘째 그림의 

2(y) 빠짐 

x

y

1(x)

 x

y

1(x)

2(y)

 

090 그림2-18 
그림 2-18) "E12" state의 "(-2,-1)"과 "(-1,-2)"가 서로 

바뀐 것을 오른 쪽과 같이 수정합니다. 
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093 맨아래 수식   tan 0tano o ok k a k k ka k      tan 0tano o o ok k a k k k a k    

094 위에서 둘째식   tan 0tano o ok k a k k ka k      tan 0tano o o ok k a k k k a k    

095 
그림 2-21 범례 

중 빨간 실선: 
빨간 실선: koacot(koa) 앞에 – 부호 삽입 -koacot(koa) 

095 수식의 우측 
2 2

*
0

2

ok
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m
     

2 2
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m
     

096 그림 2-22의 설명 Case B Case A 

096 아래에서 11줄 
…첫 번째 교점의 ka 또는 koa가 증가하므로 

이에 해당하는 에너지 준위도 증가한다. 

…첫 번째 교점의 ka 또는 koa가 증가하므로 에너지 

우물의 최저 에너지로부터 바닥 상태 에너지 준위 

(E1-(-E)= E1+E)도 상승한다. 

097 
그림 아래에서  

3-4줄 

[그림…]…. E>0인 전자가 에너지 우물 내에 갇힌 

경우의 전파특성을 이해하고자 한다. 

[그림…]…. E>0인 전자의 전파특성을 이해하고자 

한다. 

097 
수식의 오른 편 

k와  
k와 를 나타낸 수식 내의 모든 m 모두 m*로 수정 

098 
맨 윗식의 오른 

편  
를 나타낸 수식 내의 모든 m m*로 수정 

101 그림 2-26(b) 붉은글씨의2+(x)=Ce-+jk2x 2+(x)=Ce+jk2x <-- 
(-부호 삭제) 

106 그림 2-28 영역 III의 전달파 수식 앞의 붉은 글씨 계수: E F 

107 그림 2-29 
영역 III의3 앞의 계수  E 
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108 아래에서 2,3식 
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109 반사 계수 수식  
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110 밑에서 3줄 E=hn >E  n을 심벌 폰트로 E=h >E 

112 위에서 3줄 궤도양자수 m은… 궤도양자수 l은… 

112 밑에서 2줄 …배타원리(pauli’s exclusion principl) …배타원리(Pauli’s exclusion principle) 

114 

위에서 셋째식  
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위에서 넷째식  2 1 2l
n l nL r a
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위에서 여섯째식 
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아래에서 셋째식 

(+-) 2
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아래에서 둘째식   

맨 아래서 첫식 (cos )m
lP  : 부 라게르 다항식 ( )m

lP  : 부 르장드르 다항식 

115 

위에서 둘째식  
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위에서 셋째식 
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116 
표 2-3의  

3p 파동함수  
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116 맨 아래 수식 nln(r,,) = |nlm(r,,)|
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119 밑에서 둘째 줄 
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3장 에너지 대역 형성과 이동전하 

쪽 줄 수정 전 수정 후 

137 

“이를 행렬식으로 

정리하면”으로 시작한 

행렬식의 첫째줄과 

“이 되므로, 이에 대한 

판별식으로.”로 시작한 

행렬식의 첫줄 
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149 

그림 3-10을 새로 그린 

그림으로 교체 

(오른쪽 그림으로 교체) 
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153 위에서 일곱째 줄 .... 정공의 운동에너지는 각각 .... 정공의 운동에너지의 관계는 각각 

155 풀이 (b) (b)…. 판별하면 m*pa<m*pb (b)…. 판별하면 m*na<m*pb 

155 
아래에서 넷째 줄의 풀이 

(f) 
gCB=1,  gVB=2 gCB=2,  gVB=4 

163 

[그림 3-18](b)의 그림 내의 

표기와 설명 중 (a/)를 

모두 (/a)로 수정 

(오른쪽 그림으로 교체) a/

ky

kx

kz

a/

a/

 

/a

ky
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kz

/a

/a

 

174 문제 3-2의 작은 번호 (g) 다음의 (f), (h), (i) (g) 다음의 (h), (i), (j) 

176 문제 3.6의 (e)의 괄호 (e) ….=fMB(E))-fFD(E))를 구하라. (e) ….=fMB(E)-fFD(E)를 구하라. (괄호제거) 
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4장 열평형 상태 반도체 내의 이동전하: 전자와 정공의 농도 

쪽 줄 수정 전 수정 후 

181 제일 아래 수식 ( )(1 ( ))
VE

o VVB
p g E f E dE   삭제하십시오. 

189 [그림 4-5[의 설명 Eg|Si=1.11 [eV] Eg|Si=1.12 [eV] 

192 표 4.3 GaAs의 NV: 7.0x1018 7.0x1018 

203 
[표 4-6]의 p형 반도체 

다수 캐리어 농도 No,maj 
no=ND po=NA 

203 
[표 4-6]의 p형 반도체 

소수 캐리어 농도 No,min 
po=ni

2/ND no=ni
2/NA 

203 
[표 4-6]의 p형 반도체 

총 불순물 농도 Nimp 
Nimp=ND Nimp=NA 

203 
[표 4-6]의 

페르미 준위 EF 
EF<Ei EF>Ei 

207 
그림 4-13 교체 

(오른쪽 그림으로 통째 교체) 

EV

Ei

po=0

Ed

Ead
no

po

EFND [cm-3]

도너 농도
ND

+ [cm-3] : 이온화된 도너 농도

nd [cm-3] : 이온화되지 않은 중성 도너 농도

T = 0 K T > 0 K

EC

ND =ND
++ nd [cm-3] : 도너 농도no=0

(a)

na [cm-3] : 이온화되지 않은 중성 억셉터 농도

EC

Ei

Ed

Eaa

no

po

Ea

EF

EV

NA
- [cm-3] : 이온화된 억셉터 농도NA [cm-3]

억셉터 농도

NA =NA
-+ na [cm-3] :  억셉터 농도po=0

no=0

T = 0 K T > 0 K
 

210 [표4-9]의 억셉터 이온화 에너지 Eaa=EaEV Eaa=Ea-EV 

214 위에서 둘째 식 ( ) ( ) ( ) exp
g

i C V

E
n T N

kT
T N T

 
  

 

 ( ) ( ) ( ) exp
2

g
i C V

E

k
n

T
T N T N T

 
  

 

 

215 위에서 둘째 식 ( ) exp 0
g

i C V

E

T
n T N N

k

 
   

 

 
( ) ( ) ( ) ex 0

2
p

g
i C V

E

kT
n T N T N T

 
   

 

 

218 

예제 4-3 풀이 (a)의 둘째 식 

( ) ( ) ( ) exp
g

i C V

E
n T N

kT
T N T

 
  

   

또는 

1
log ( ) log( ( ) ( ))

2

g
i C V

E
n T N N T

T
T

k
   

( ) ( ) ( ) exp
2

g
i C V

E

k
n

T
T N T N T

 
  

   

또는  

1
log ( ) log( ( ) ( ))

2 2

g
i C V

kT

E
n T N T N T   

예제 4-3 풀이 (b) …반도체는 5족인 붕소….. …반도체는 3족인 붕소….. 

예제 4-3 풀이의 (e) 

아래에서 둘쨰와 셋째 줄 

… 밴드갭이 작은 A가 밴드갭이 큰 D보다 열 

에너지에 의한 고유 캐리어 농도가 높으므로 

 (No,maj·No,min)|A>>(No,maj·No,min)|D가 된다. 

… A와 D는 밴드갭이 동일하고 열 에너지와 고유 

캐리어 농도가 같으므로 

 (No,maj·No,min)|A=(No,maj·No,min)|D가 된다. 

220 위에서 셋째 식 ln ln 0o
i F

i i

Dp
E E kT kT

n n

N   
      

   

 
ln ln 0o

i F
i i

Ap
E E kT kT

n n

N   
      

   

 

220 [표 4-11] 기준에너지(Eref) Efn= Ef +Efn, Efp= Ef -Efp EFn= EF +EFn, EFp= EF -EFp 

227 연습문제 4.2 고유 캐리어 농도 
8101in    6101in    

228 연습문제 4.3 (d) 
(d) ….. 온도에 따른 다수 캐리어 농도를 

그림(No,mn vs. T)으로 나타내라. 

(d) ….. 온도에 따른 다수 캐리어와 소수 캐리어 

농도를 그림(No,maj No,min vs. T)으로 나타내라. 
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5장 전하의 이동과 전류 형성 

쪽 줄 수정 전 수정 후 

234 위에서 여덟째 수식 Flux=D(-dN(x)/dx Flux=D(-dN(x)/dx)  닫음괄호 

239 첫줄 …(…mean free path, …) …(…mean free time, …) 

241 
그림 5-6 

(오른쪽 그림으로 교체) 
EC

EV

EC

lc

 

EC

EV

E=Eko

lc

E

EC

 

254 첫줄 수식 
( )dN x

D
dx

Flux
 

  
 

 [1/cm
2
s] ( )

diff

dN x
D

dx
Flux

 
  

 

 [1/cm
2
s] 

261 
그림 5-16의 설명 (b)의 설명과 

(c)의 설명을 맞바꿔야 함 

(b) 불균일한 농도 분포를 갖는 n형 반도체의 

접합 전 에너지 대역도 

(c) 열평형 상태의 반도체 내부 전하밀도 

분포와 내부 전계 

(b) 열평형 상태의 반도체 내부 전하밀도 분포와 내부 

전계 

(c) 불균일한 농도 분포를 갖는 n형 반도체의 접합 전 

에너지 대역도 

262 위에서 넷째 수식 
( )1

( ) ( )
( )

n o
bi bi

n o

D dn x
x x

n x dx
       

( )1

( )
( ) n

b
o

n o
i

D dn

x
x

x

n dx
      

273 예제 5-2의 문제 (c) 
(c)[그림 5-17]과 같은 홀 측정 장치에 

Va(<0)를…… 
(c) [그림 5-18]과 같은 홀 측정 장치에 Va(>0)를…… 

275 275쪽 수식의 크기 275쪽의 수식 크기를 다른 쪽 수식과 같은 크기로 줄여주세요. 

278 연습문제 5.6 (a) 두께가 0.1인…… (a) 두께가 0.1 [m]인…… 
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6장 과잉 캐리어와 연속방정식 

쪽 줄 수정 전 수정 후 

284 
[그림 6-3]의 (b) 

(오른쪽 그림으로 교체) 

EC

EV

Ei

no

po

EF EFn

EFp

p(t)=po+p(t)=일정

n(t)=no+n(t)=일정

p(t)

n(t)

 

EC

EV

Ei

no

po

EF EFn

EFp

p(t)=po+p(t)

n(t)=no+n(t)

p(t)

n(t)

 

285 
6.1.1의 위에서 셋째 줄 

수식 
전류 J=Jp+Jn=0, J=Jdrifr+Jdiff=0 전류 J=Jp+Jn=0, J=Jdrift+Jdiff=0 

290 아래에서 여섯째 줄 …차이(np-ni
2)를….. …차이(np-ni

2)를….. 

296 

296 

예제 6-2 

문제와 풀이 

문제 (a),(b) o 

풀이(a)의 첫줄 o 
o를아랫첨자로바꿔주세요 

풀이 (a)의 첫식: 
1( ) ooN t N     

2

1

1

2

( 3 )

0( )

o

o

N t

N t

 

 






 

풀이 (b)의 셋쨰줄 o 

' 1
1

( )
( )o

o

o

o

N t N
r t 

 





   

'
2 2

'
11

( 3 ) ( )

( )( )

1

20

o

o

r t N t

N tr t

 




 



 

1( )o
oN

e
N t  

  

2

1
2

1
0

( 3 )

( )
.135o

o

N t

N t e

 

 





  

o 

' 1
1

( )
( )o

o

o

o

N t N

e
r t




 





   

'
2 2

'
11

2

1
0.

( 3 ) ( )

( )( )
135o

o

r t N

e

t

N tr t

 





   

301 소제목 ■균일 농도 반도체에서 시변 확산방정식 ■균일하게 도핑된 반도체에서 시변 확산방정식 

306 
위에서 첫째와 둘째 

수식의 괄호 

p(t,x=po(x)+p(t,x) [cm
-3
]  다수…. 

n(t,x=no(x)+n(t,x) [cm
-3
]  소수… 

p(t,x)=po(x)+p(t,x) [cm
-3
]  다수…. 

n(t,x)=no(x)+n(t,x) [cm
-3
]  소수… 

309 
확산길이 문단의 둘째 

줄 
…확산길이(diffusiuon length) …확산길이(diffusion length) 

313 
[그림 6-11]의 (b) 

(오른쪽 그림으로 교체) 

N(t)=N exp(-t/o1)

N(t)=N exp(-t/o2)

N(t): 
과잉 캐리어

t0 o1

N

o2

N1=go1

N2=go2

 

N(t)=N exp(-t/o1)

N(t)=N exp(-t/o2)

N(t): 
과잉 캐리어

t0 o1

N

o2

N2=go2

 
323 위애서 둘째 수식  expo op p p n        expo op p p p       

323 위애서 넷째 수식 ln 1i Fp
o

n
E E kT

p

 
       

 

 
ln 1i Fp

o

p
E E kT

p

 
       

 

 

324 표 바로 아래 첫줄 수식 exp F Fn
o

EE
p p

kT

 
  

 
SgQ Q    exp

F Fp
o

EE
p p

kT

 
  

 
SgQ Q    

335 셋째 수식 바로 아래 …포획률과 방츌률이 …포획률과 방출률이 

336 아래에서 넷째 수식 
'

( )
( ') ( ')

'n
t

n p

p
FDf E

c

c n c p

n n c p p




    
( )

( ') ( ')
FD t

n

n p

p

c n c
f E

c

p

n n c p p




  
 

344 연습문제 6.2 (d) t=to에서의…. 수정없이 원래대로 두세요!!!! 

347 연습문제 6.7(c) ….동일한 농도 (n=No/20)의…… ….동일한 농도 (n=1015 [cm-3])의…… 
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7장 반도체 접힙의 형성과 에너지 대역도 

쪽 줄 수정 전 수정 후 

355 

[그림 7-5]의  

맨 오른쪽 그림 중 

qVbinp를 qVbip로 수정 

(오른쪽 그림으로 

교체) 

EC

Ei

EV

EF

p n

qVbi

qVbi

qVbin

qVbinp

NA[cm-3] ND[cm-3]
Xp Xn

Eg

 

EC

Ei

EV

EF

p n

qVbi

qVbi

qVbin

qVbip

NA[cm-3] ND[cm-3]
Xp Xn

Eg

 

370 위에서 셋째 줄 
n형 공간 전하영역…… 

Nd(x)=0, Na(x)=NA이므로….. 

n형 공간 전하영역…… 

Na(x)=0, Nd(x)=ND이므로….. 

376 위에서 둘째 식 1 22 ln  [V]
1 A D

F

i

F thbi

N

q

N
V

n
V E E

 
   



 


 

1 2 2
ln

  ;  l

1

n  [V]

gA D
th

i

A D
th

F

C V

bi F

EN N
V V

qn

N N
V V

N N

V E E
q

 
    

 

 
 
 



 


 

387 위에서 셋째 식     ( ) (   ( )) CC Eq x E x x    ( ) ( )( )C Cq x E x E x     

404 아래에서 셋째 식 
2

ln  ,   A D
bi th pi D ni

i

A

N N
V V X N X

n

 
   

 

 
2

ln ,   A D
bi th pi D ni

i

A

N N
NV V X N X

n

 
   

 

 

408 연습문제 7.1(f) …최대 전계의 세기를 비교하라. …최대 전계의 세기를 구하라. 

410 위에서 여섯째 줄 ..에너지 장벽을 모두 구하라. ..에너지 장벽을 구하라. 

 

 

8장 pn 접합 다이오드의 전류-전압 특성 

쪽 줄 수정 전 수정 후 

433 [그림 8-6]의 수식 

(
( ) exp

)
p p

n

p px
n n

L

X
x

W


 
   

 



 ( )
( ) exp

n n
n n

p

Xx
p x p

L

W


  
  







 

( ) expp
n

p
p

Xx
n x n

L


 
   

 
 

 
( ) exp

n
n n

p

x
p x p

X

L


  
   

  

 

439 위에서 첫째 수식 ....min,drffJ   ....min,diffJ   

469 [그림 8-26] 아래 둘째 줄 … avalanche breakjdown voltage)… … avalanche breakdown voltage)… 

471 [그림 8-27] 아래 셋째, 넷째, 다섯째 줄 zener Zener 

472 위에서 둘째 수식 …., L=L(NA, NA, VR) …., L=L(NA, ND, VR) 

472 위에서 넷째 수식 zener Zener 
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9장 금속-반도체 접합과 반도체 이종접합 

쪽 줄 수정 전 수정 후 

505 [표 9-3] 밴드갭 qm [eV] 밴드갭 Eg [eV] 

522 9.3의 제목 9.3 옴성 금속-반도체 9.3 옴성 금속-반도체 접합 

527 그림 9-15 그림 9-15 979쪽의 그림 14-12를 가져와서 교체 

529 

그림 9-16 교체(아래 그림으로 교체) 

전하 밀도
charge density

전하 유동 밀도
electric flux density

전계 분포
electric field intensity

전위 분포
electrostatic potential

진공 에너지 준위
vacuum energy level

전도 대역 에너지
conduction band

가전자 대역 에너지
conduction band

  3( ) ( ) ( ) ( [C/c) m ]( )   d ax q p x n x N x N x    

3[C/cm ]: Poiss  on's Eq .D   

  3( ) ( )
[C/c

)
( ) m

(
]

d x xdD x
x

dx dx





 

2( ) ( )  [C/cm ]D x x dx 

2[C cm ] /D 

2( ) ( ) ( ) [C/cm ]D x x x 

( )
[V cm

)
) ] 

(
(

x

D x
x


 

[V c) m
)

 ]
(

(
d x

x
dx


  

( , , ) ( , [, ) V cm]x y z x y z  

( ) ( )  [V] x x dx  

( ) ( ) [eV] refE x q x E  

( ) ( [e) V  ]oE x q x 

[( ) ( ) ( ) e V]C oE x E x q x 

[( ) ( ) ( ) e V]V C gE x E x E x 

연속
(계면상태=0)

연속

연속

g

C

V

q

E

E

E














불변

( )

( )

=

1 ( )
( )

( ) ( )

( ) ( )

( :)

E x kT
ref

E x kT
ref

F

E qV

dE x
x

q dx

N E N E e

N x N x e

E x







  







균일 열평형 상태

연속 
또는
불연속

연속 
또는
불연속

연속 
또는
불연속

 
539 [그림 9-25]의 제목 따른 에너지 대역도와 소수 캐리어 농도 분포 ….. 따른 에너지 대역도 

545 아래에서 첫째 수식 , ,( )
p p
n drift n dn iffJ x J J     , ,( )

p p
n drift n

p
n diffx J JJ      
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10장 바이폴라 트랜지스터의 전류-전압 특성 

쪽 줄 수정 전 수정 후 

554 세번째 그림 맨왼쪽 y축 좌표 pC(x’) pE(x’) 

554 10장 학습내용 첫줄 pn 접합 다이오드의 전류-전압 특성 바이폴라 트랜지스터의 전류-전압 특성 

561 위에서 첫째 수식 
n

p

X

g HX SRA q dxI G


  
 

,
n

p

X

g th X thI A q xg d


  
 

561 [그림 10-5]내의 둘째 수식 ,
2

i
g th

o
CR

n
I q WA


     

,
2

i
g th SCR

o

n
I qA W


     

562 [그림 10-6]내의 첫째 수식 ,
optP

h
    빛  ,

opt

o

P

h 
     빛  

566 위에서 14째 줄 … 확산길이(DnB)를…. … 확산길이(LnB)를…. 

570 [그림 10-15]의 (c) 

그림 속의 왼쪽 에미터 영역  

소수 캐리어 농도분포 표기: ( ')Cp x  
( ')Ep x  

572 [그림 10-16]의 (a)~(d) 

575 [그림 10-17]의 (a), (b) 

604 [그림 10-25] 

615 [그림 10-29]의 (a) 

627 [그림 10-35]의 (a)와 (b) 

614 위에서 3째줄 … 공간전하영역의 확정과….. … 공간전하영역의 확장과….. 

582 그림 10-19 아래 그림으로 통째 교체 

 

nEoNDE

pEo=ni
2/NDE

nBo=ni
2/NAB

pBo=NAB

nCoNDC

pCo=ni
2/NDC

VBE VBC

+ + --

에미터(E) 베이스(B) 콜렉터(C)

JnCJnE

JRJpE
Jg

WCWBWE 000
x' x''x

Jco

JRB

IB

IE IC

(a)
(b)

pE(WE)=pEo

x

WCWBWE

x''x
000

x'

nBo

nBx) pCx'')pEx')

(0) BE thV V

B Bon n e

( ) BC thV V

B B Bon W n e

(0) BE thV V

E Eop p e (0) BC thV V

C Cop p e

~~ ~~

~~~~

pC(WC)=pCo

~~
~~

~~

VBE0,VBC<0
순방향 능동 모드

EC

EV

Ei

EFn

xWCWBWE WBE WBC

JnE JnC=JnE-JRB

JpE

JRBJR

Jco

Jg

JnE+JR

JpE

JnC

Jg

Jco

Jco

전자 이동

정공 이동

(c)

JE

JC

JB

JB=JpE+JR+JRB-Jg-Jco

(d)

Jnx)

JnE

JnC

Jco~~ ~~

~~ ~~

JpE

JR

JRB

x''0
x' WE WCWB00 x

JE

=JnE+JR+JpE JC

=JnC+Jco+Jg

Jg

JR

 
596 아래에서 9째 줄 .... 동작온도에 의해 결정된다.. .... 동작온도에 의해 지배된다.. 

622 10.4.3. 의 3쨰줄 quas-electric field)… quasi-electric field)… 

628 첫줄 제목 ■….콜렉터-에미터 붕괴 전압(BVCBO) ■….콜렉터-에미터 붕괴 전압(BVCEO) 

632 제목아래 3쨰 줄 
,,,시 특성 이해 해석 가장 기본이 되는 해석적 

모델 

,,,시 특성 이해와 해석의 가장 기본이 되는 

해석적 모델 

634 둘째 줄의 그림 번호 결합하면 [그림 10-36(b)]에…. 결합하면 [그림 10-37(b)]에…. 

666 문제 107의 첫줄 

베이스 영역의 억셉터(acceptor) 농도 NAB(x)가 

서로 다른 두 개의 npn형 바이폴라 

트랜지스터가 있다. 

베이스 영역의 도너(donor) 농도 NDBx)가 서로 

다른 두 개의 pnp형 바이폴라 트랜지스터가 있다. 

667 문제 107의 (b) …평균수명 (nB)을 비교하여 설명하라. …평균수명 (pB)을 비교하여 설명하라. 
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11장 MOS 구조의 전기적 특성 

쪽 줄 수정 전 수정 후 

679 
표 11-1: 셋째줄 에너지 밴드갭 Eg,pg=11.12 Eg,pg=1.12 

표 11-1: 여섯째줄 전도대역 불연속 EC=qm - qox: 금속 게이트  EC=qm - qox: 금속 게이트 

680 

그림 11-7을 다음 그림으로 교체 

M O S

게이트(G) 기판(B)

x
0

y

Xdo

VG=0
+ -

tox
Xpgo

(x) [C/cm3]

x

~~

+qNpg

-qNA

0 Xdo
tox

Xpgo

QS QSo=-qNAXdo

Qgo=+qNpgXpgo

qNpgXpgo=qNAXdo

Dx [C/cm2]

x
0 Xdo

qNpgXpgo=qNAXdo

Xpgo

(x)[V/cm]

x
0 Xdo

ox=qNpgXpgo/ox

qNpgXpgo/Si

(0+)=s

   =qNAXdo/Si

ox/(0+)

  =Si/ox    ~3

qVbi

E(x) [eV] 
x

~~

~~

~~

~~

~~ qoxo

Eo

EC

Ei

EF

EV

qVbi,sub

qVbi,ox

qVbi,pg

qx

0

qs

Xdo

Xdo

qSi

EC

EC

EV

EV

qf

~~

Xdo0

VG=0

Vbi

(x) [V]

x
Vbi,sub

0 Xdo

Vbi,ox

Vbi,pg

s

toxXpgo

 

685 두번 째 수식 

아래 수식으로 교체해 주십시오. 

   

, , ,

2 2

( )

= ;  , ,     

1

  

; ( )

;

 

( )

( )

bi pgo bi pg oxo bi ox so bi sub

ox pgo ox pgo

bi pgo so o

so ox pgo ox

pgo oxxo pgo
pgo pgo

pg pgo
so so

ox

o pgo

ox

x dx

V V V V

x t X x t X
V

X X

qN X q
x

x X t

X t x t

x

  

   

 

  



  

  

      
       

   

    
   
   

   



 
2 2

2
,

   

   
2

0  :     

; 0

;0

;

ox

d

A do
so oxo

ox ox

do doA
do bi sub so

Si do do
o

do

N X x
x

t

x X x XqN

t x

xx X

x

V X

X

X X

 











  

   
 


    

     
   




  

 

전위기준

 

693 위에서 두번째 식(적색부분삭제) 
0 0

( )( () 0)d

d

X
S X

x dxQ x dx x dx  


     
0 0

( ) ( )dX
SQ x dx x dx 


    

694 
11.2.1 공핍 상태의… 

공핍상태의 첫단락 둘째 줄 
… 공간전하영역 내에에…. … 공간전하영역 내에…. 

701 
표 11-2 제일 마지막 칸의 

QS 중 QSD에 관한 식 

 

 

0

0
        

( ) ( )

( ) ( )   ...

d

d

d a

d a

X

SD

X

Q q

q

N x N x

N x N x

 

 

















 

 

 

0

0
         

( ) ( )

( ) ( )    ...

d

d

d a

d a

X

SD

X

Q q

q

N x N x dx

N x N x dx
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702 위에서 넷째줄 수식  , ,bi ss b ubi sub VV    

 

 ,s bi subsub VV    

 

705 밑에서 둘째 수식 
( )

... ...
( )ref ref

kTN E
e

N E

    
( )

... ...
( )

th

ref

V

ref

N E
e

N E


    

715 [표11-3] 

둘째 줄 평탄대역의 

반도체 표면상태 
평탄에너지 대역 중성전하( (x)=0:모든 영역) 

약한 반전상태의 

표면전하농도 수식 
0S SD Sn SpQ Q Q Q     0S SD Sn SDQ Q Q Q     

약한 반전상태의 

반도체 표면상태 
낮은 농도의 반전 이동 전하 다수 캐리어의 공핍과 낮은 농도의 반전 이동 전하 

임계상태의 

표면전하 농도 
0S SD Sn SpQ Q Q Q     0S SD Sn SDQ Q Q Q     

임계 상태의 

반도체 표면상태: 
임계 상태 강한 반전의 임계상태 (n(0)=NA) 

강한 반전상태의 

표면전하 농도 
0S SD Sn SpQ Q Q Q     0S SD Sn SnQ Q Q Q     

718 

그림 11-31 안의 수식 

(글자중의 아래첨자가 분리됨) 

QS=QSD+QSm=QS 

m
QSm=QSp, QSD=0 

QS=QSD+QSm=QSm 

QSm=QSp, QSD=0 

( 또는 아래 그림으로 통째 교체) 

x

x

0tox

Qpg=0 QS=0

Xd=0Xpg=0

VG=VFB<0, S=0
평탄 에너지 대역
(Flat Band)

x

~~

~~~~

~~

EC

Ei

EF

EV

qx

0

EC

EV

qf

qVG=qVFB
qs=0

x

x0

Qpg<0

QS=QSD+QSm=QSm

QSm=QSp, QSD=0

Xd=0

QS=QSp>0Xpg=0

VG<VFB<0, S<0
표면에 다수캐리어인 

정공의 축적
(Hole Accumulation)

x

~~

~~

~~

~~

EC

Ei

EF

EV

qx
0

EC

EV

qf

qVG<qVFB

qs

(a) (b)

 

731 

두번 째 박스 속 수식 중 

4번째 줄 
,

,

..

..

......

..
bi ox

bi

S
bi

sub

ox Si

ox d ox
G

C t

C X
V

V

V

V




 
 

  





 


 
,

,

......

... 2

.

2

.

.
bi ox S ox Si

bi sub ox d ox

bi

G

V
V C t

V C X
V









  

 
 

 


 

두번 째 박스 속 수식 중 

맨 아랫줄 수식 
.. .. .  2 2..ST

o
f

x
T f

C
V

C
     .. .. 2 .2 2..  ST

T
o

f f
x

C
V

C
     

732 
[그림11-36] 

아래 셋째줄 수식 끝부분 
....... 2SDT

f
ox

oxT
C

C
    ....... 2 2SDT

oxT f
ox

C

C
    

732 아래에서 8번쨰 줄 .....  Si
ST

d,max

C
X


  

.....  Si
ST SD,min

d,max

C C
X


 

 

732 아래에서 7번쨰 줄 2ST ST
ox ox S S oxT ST f

ox ox

C C
C C

C C
         2 2 2 2ST ST

ox ox S S oxT ST f
ox ox

C C
C C

C C
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733 [표11-4]로부터 위로 3째줄 수식 

....................

   +....

...  +

...  +

2

2

2

SD,max
f

SD,max

T ms

ms
ox

ms
ox

F

f

SD,m
f

o

a

x

x
B

V

C

C

C

C

V
C

C
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   +....

...  +

..

2 2

22

2.  2+

SD,min
f

SD,min

T ms

ms
ox

ms
o

f

SD,min
f

x

FB
ox

V

C

C

C

C
V

C

C



 









 
   

 

 
  

 

 
  

 

 

734 위에서 첫째 수식의 둘째줄 

........

... 2 ....     

.

.
SDT

ms f

T

ox

V

C

C


 
  
 





 
........

... 2 ...2  .   

.T

SDT

ox
fms

V

C

C
 

 



  
 



 

737 위에서 첫 식 

수정전 

2
ln ln

     ln

ln g

g

E kTpg A pg A

E kT
C VC V

g p

pg A
ms m s F

A

B

i

g

C V

N N N NkT kT
e

q q N NN

N NkT
V

q n N e

E N NkT

q q N N

  


   
    


 
      

 


   

 




  
 

 

수정후 

2
ln ln

     ln

ln g

g

E kTpgpg A
ms m s FB

A C V

E kT
pg AC V

g V

p A

i

C

g

N NkT
V

N N N NkT kT
e

q q N NN N e

E N NkT

q q

n

N

q

N

  




   
 

 
      

 
 

    
  
  

 
    

 
 

 

740 예제 11-2의 (d) 

1... ....

0.215
0.996..  [V].. 0.33

1
9

0.53

SDTA
T

pg ox

CN
V

N C

 
 



  
 

 
    

 

 
1... ....

0.215
0.996.. [V]..

2

0.716 
1

2
0.53

SDTA
T

pg ox

CN
V

N C

 
   

 

 
    








 

745 제일 아래 수식 
( ) ( )

( ) ( )

1 1

2

ac ac

a c
g

c a

t t
C

j i t i tj f





   
    
  

   
   
   

 ( ) ( )1 1

( ) 2 ( )

ac ac
g

ac ac

i t i t
C

j t j f t   

      
       
      

 

748 위에서 여덟째 줄 …. 를 다시 정리해 보자. …. 를 다시 정리하면 다음과 같다. 

752 그림 11-43 의 (b) 
CF 

B 
CFB 

769 아래에서 둘째 & 넷째 수식 ggQ Q    SgQ Q    

772 배경색으로 요약한 부분 수식 

·MOS… 

.... 2 ...

    2 1 ..

SD,min
T FB f

ox

SD,min
FB f

ox

C
V V

C

C
V

C





  

 
   







 

.... 2 ...

    2 1 . 2.

2
SD,min

T FB f
ox

SD,min
FB f

ox

C
V V

C

C
V

C





  

 
   







 

774 
· 임계 전압의 비교…에 관한 

수식 

... 2 ...

    2 1..

SD,min
T FB FB f

ox

SD,min
FB f

ox

C
V V V

C

C
V

C





   

 
  








 

... 2 ...

    2 1 2.

2

.

SD,min
T FB FB f

ox

SD,min
FB f

ox

C
V V V

C

C
V

C





   

 
  








 

776 위로부터 첫째 식 

... ......

2 1

T FB FB

SD,minA
FB f

pg ox

V V V

CN
V

N C


  

 
   

 
 

  

... ......

1 22

T FB FB

SD,minA
FB f

pg ox

V V V

CN
V

N C


  

 
   

 
 



 

783 연습문제 11.3.의 (b) (b)…. 반전된 전자 농도…
 

(b)…. 반전된 정공 농도…
 

783 연습문제 11.3.의 (i) 
(i)… 반전된 전자에 의한 전하량 (QSnT)를 

구하라. 
(i)… 반전된 정공에 의한 전하량 (QSpT)를 구하라. 

784 연습문제 114의 (i) (i) …… A의 C-V 특성 곡선과…. 
(i) ……강한 반전상태의 경계가 되는 임계전압이 

A의 임계전압과…. 

755

~ 

756 

■ C-V 특성 곡선을 이용한 평탄대역 전압의 추출~[표 11-6] 바로 앞까지를 아래에 새로 작성한 내용으로 완전 

교체해 주십시오. 죄송합니다~~~~~ 

수정 전 

■C-V 특성 곡선을 이용한 평탄대역 전압의 추출 

VG=VFB 또는 |S |<<Vth)에서 표면전위의 변화에 따른 MOS 구조의 캐패시턴스의 변화가 0인 점을 찾아 평탄 
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전압을 측정하는 용도로도 사용한다. 즉, 산화막 캐패시턴스는 게이트 전압과 표면전위에 무관하게 일정하고, 

평탄대역 전압 근처에서 기판 캐패시턴스도 게이트 전압에 무관하게 일정하므로 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

를 이용하여 MOS 구조의 평탄대역 전압 VFB를 구할 수 있으며 [표 11-6]에 이를 요약하였다. 

수정 후  (혹시 수정 전과 후의 분량 차이가 있을 수 있으니 길이 조정이 필요하면 연락 주십시오.) 

■ C-V 특성 곡선을 이용한 평탄대역 전압의 추출 

MOS 구조의 전기적 특성을 나타내는 특성지표 중 평탄대역 전압 VFB을 명확히 정의하고, 이를 바탕으로 이론적으로 

정확히 계산할 수 있어야 함은 물론이고, 실험적으로 편리하고 정확하게 추출하는 것도 매우 중요하다. 그런데, n-채널 MOS 

구조의 임계전압은 기판 표면전위가 기판 페르미 전위의 2배이고 기판 표면에 반전된 전자의 농도가 기판의 정공 농도와 

같을 때(S=2f, n(0)=NA)의 게이트 전압으로서 다음과 같이 정리할 수 있다. 

,
(0)

2
 + 12+A

S f

A
pg S f

pg

SD max
n NT ox

x
G B B

o
F F

N
V VV

N
V

Q

C 
  




 
 


 


  

실제 MOS 구조는 게이트 산화막과 기판의 경계면(Si/SiO2)에 표면전위에 의존하는 계면전하 Qit(S)가 

존재한다. 따라서, 게이트와 기판의 페르미 전위 차이 ms=m-s, 산화막 내의 고정전하(Qss), 그리고, 

계면전하로 인한 영향을 고려하면 게이트 전압에 의존하는 평탄대역 전압은 다음과 같이 나타낼 수 있다. 

0

( )

S

ss it GS
FB ms

o
G

x ox

Q
V

Q V
V

C C





 
   
 

 

그런데, 실제 MOS 구조의 계면전하 분포는 잘 알려져 있지 않으며, 실험적으로 얻어야 하는 경우가 

대부분이므로 평탄대역 전압을 이론적 수식을 통해 정확히 계산하는 것은 비현실적이다. 따라서, MOS 구조의 

평탄대역 전압을 실험적으로 측정하는 방법에는 I-V 특성과 C-V 특성 등 다양한 방법이 있다. 

그 중 실험적으로 측정한 C-V 특성곡선을 이용하여 평탄대역 전압을 추출하는 방법이 간편하고 효율적인 

방법으로서 널리 사용된다. 앞서 설명한 바와 같이 평탄대역 전압은 다수캐리어 축적상태와 다수 캐리어 

공핍상태의 경계가 되는 전압으로 기판 표면전위가 0이 되는 전압이다. 평탄대역 전압을 경계로 한 기판 

영역 커패시턴스 CS를 요약하면 다음과 같다. 

 

 

2
( ) 0, :

( ) ( ) (
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S th
S S GS FB
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VSi A
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V

V

qN
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V
C C C

qN
C

X
V



 

 

 

 
 


  




   


 





다수 캐리어 축적상태

다수 캐리어 공핍상태

 

따라서, 표면전위 S=0을 경계로 기판표면의 전하량 QS는 표면전위 의존도가 급격히 변하며, C-V 특성 

곡선에서도 평탄대역 전압을 경계로 게이트 전압 의존도가 가장 급격히 변하는 특성을 얻게 된다. 

이 현상을 기반으로 하여 실험적으로 얻은 C-V 특성 곡선에서 게이트 전압에 따른 커패시턴스 변화율의 2차 

미분이 0이 되는 전압을 평탄대역 전압으로 이용하며, 이를 수식으로 정리하면 다음과 같다. 

2

2

2

2 0

0

0 g

G FB G

S th

C
FB G

V V
V

g

G V

V V
C

V





 





 


 

평탄대역 전압 근처에서 MOS 구조의 커패시턴스 특성을 [표 11-6]에 요약하였다. 

756 

[표 11-6]의 제일 아래 칸의 수식을 다음의 수정 후 수식으로 교체해 주십시오. 

수정 전 
 2

2
= 0

S th S thS th

G FB G FBG FB

SD SmS S Si A

V VVS S S thS
V V V VV V

Q QC Q qN

V 



  
 

    
         

 

수정 후 
2

2

2

2 0

0

0 g

G FB G

S th

C
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V
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12장 MOSFET의 전류-전압 특성 

쪽 줄 수정 전 수정 후 

798 

그림 12-6의 제일 아랫 줄의 

가장 오른쪽 그림 수정 

(오른쪽 그림으로 교체) 

qx
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802 아래에서 셋째와 넷째 줄 

주도적이며, 전자에 의한 전류밀도 Jn(x,y)는 

( , )
( , ) ( , ) n

n
n

x y
J x y qn x y

y





 



 

주도적이며, 채널 내 유효 이동도가 eff인 전자에 

의한 전류밀도 Jn(x,y)는 

( , )
( , ) ( , ) eff

n
n

x y
J x y qn x y

y





 



 

808 
아래에서 열째 줄 

(괄호가 C로 잘못됨) 

특히, 드레인……. 경우 

(VDS<<VDsat=CVGS-VT)/m) 

특히, 드레인……. 경우 

(VDS<<VDsat=(VGS-VT)/m) 

811 

[그림 12-10]의 (a):(윗줄 가장 

왼쪽 그림) 

공간 전하영역의 폭이 

균일하게 그려져야 함 

(오른쪽 그림으로 교체) 

p-Si

S

n+

G

D

VDS=0
+

+

-

-

+-
VBS

n+

L VGD=VGS

>VT

VGS>VT

(a)

IG=0 ID=0

IS=0

 

p-Si

S

n+

G

D

VDS=0
+

+

-

-

+-
VBS

n+

L VGD=VGS

>VT

VGS>VT

(a)

IG=0 ID=0

IS=0

 

821 

예제 12-1의 풀이 (b) 

수정 전 

1 ............ 2

0.215
    0.996 ....  [V]1 0.05

0.53
0.339

1

SDT
T ms f

ox

C
V

C
 

 
    

 

 
 



   
 

 

수정 후 

1 ............ 2

0.215
    0.996 .... [V]1 0.05

0

2

0.711 2
.531

SDT
T ms f

ox

C
V

C
 

 
    

 

 
 



   
 

 

예제 12-1의 풀이 (e) 
수정 전 , 1.0 0.339 0.661 [V]DS sat GS TV V V     

수정 후 , 1.0 0.711 0.289 [V]DS sat GS TV V V     

예제 12-1의 풀이 (d) 

수정 전 

   

 

6

'

4

0.339 2.808

2.

... 800 0.531 10 10 1  [mS]

 [mS]  [mS]
..  [mS mm]

......0.13 10 10 c

808 2.8

m

08
2160

m

m

g

g





       

   
 

 

수정 후 

   

 

6

'

4

0.711 1.228

1.

... 800 0.531 10 10 1  [mS]

 [mS]  [mS]
.. [mS mm]

......0.13 10 10 c

228 1.2
94

m

28
4 

m

m

g

g





       

   
 

 



- 16 - 

 

예제 12-1의 풀이 (e) 

수정 전 
   1.0 [V] 6

1
...  [ ]

800 0.531 10 10
356

0.3391GS
ch V

R
 

   
    

 

수정 후 
   1.0 [V] 6

1
... [ ]

800 0.531 10 10
821 

0.1 711GS
ch V

R
 

   
    

 

예제 12-1의 풀이 (f) 

수정 전 

, 3.0 0.339 2.661 [V]DS sat GS TV V V      

   
26

,
800

......... 0.531 10 10 3 0.3  39 15.0 [mA]
2

DS satI          

수정 후 

, 3.0 0.711 2.289 [V]DS sat GS TV V V      

   
26

,
800

......... 0.531 10 10 3 0.7  11 11.1 [mA]
2

DS satI          

예제 12-1의 풀이 (g) 

수정 전 
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'

4 4

... 800 0.531 10 10 3  [mS]
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...  [mS mm]

0

0

.13 10 1

.339 11.304

11.304 11.304
8,695
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수정 후 
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...  [mS mm]

0.13 10 10 c

0.711 9.724

9.724 9.724
7,48

m 0.13 10 10 10 mm
0

m

m

g

g



 

       

   
    

 

예제 12-1의 풀이 (h) 

수정 전 
   3.0 [V] 6

1
.... [ ]

800 0.531 10 10 3
88.46 

0.339GS
ch V

R
 

   
    

 

수정 후 
   3.0 [V] 6

1
.... [ ]

800 0.531 10 10 3
102.84

0.7
 

11GS
ch V

R
 

   
    

 

824 그림 12-13 

(b)에 표기된 slope=

linear 

saturation 

기울기 

선형영역 

포화영역 

833 
[표 12-7]의 구분 중 전위차 

기호 
ST 

oxT 

ST 

oxT 

840 위에서 첫 수식의 맨 오른편 1 dm

ox

sub

GS

VC
m

C V
    1 dm

ox

GS

sub

VC
m

C V
    

843 아래에서 셋째 수식  ( )
( ) GS T DS thV V V mV

D DS Do DoII V I e


    
 ( )

( ) GS T DS thV V V mV
D DS DoI V I e


  

850 아래쪽 박스 속 

셋째항 제목 · 입출력 직결합 어드미턴스(게이트 

드레인) 
· 출력 어드미턴스(드레인-소스) 

넷째항 제목 · 출력 어드미턴스(드레인-소스) · 입출력 직결합 어드미턴스(게이트 드레인) 

898 연습문제 12-2 맨 아랫줄 .... MOSFET으로 가정한다. … MOSFET(Npg>>NA)으로 가정한다. 

899 
연습문제 12-3 아래에서 

다섯째 줄 
....동일한 두 MOSFET이 소스…. ....동일한 두 MOSFET(Npg>>NA)이 소스…. 

901 연습문제 12-5(g) (g) BJT와 MOSFET의 …..
 
 (g) 두 MOSFET의 ….. 

 

13장 접합형 전계효과 트랜지스터의 전류-전압 특성 

쪽 줄 수정 전 수정 후 

912 아래에서 넷째 줄 ……. 공간전하영역 두께는 ….. ……. 공간전하영역 두께 Xd(VGS)는 ….. 

916 위에서 다섯째 줄 즉, ……. 채널소멸 전압은 ….. 즉, …… 변형된 채널소멸 전압은 ….. 

930 그림 13-10 기울기= 기울기  

940 

에제 13-4의 풀이 

전류이득 차단주파수 바로 다음 

줄에 오른쪽 수식 추가 

     

    19 17 4

( 0) 1 1

10
      1.6 10 5 10 800 0.12 10 1 0.996 0 5.43 43.9 [mS]

0.1

m GS ch bi GS po D n bi GS po

aW aW
g V V V V qN V V V

L L
 

 

   
         

   

 
           

 

 

945 연습문제 13-4의 문제 끝줄 GaAs=eAlGaAs로 가정함 GaAs=AlGaAs로 가정함 

 

14장 반도체 광소자 

쪽 줄 수정 전 수정 후 

963 
중성영역에서 확산전류 분포 

관계식 
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982 아래에서 여덟째 줄 정공 농도가 가장 높은 에너지 준위(En,max)는 정공 농도가 가장 높은 에너지 준위(Ep,max)는 각각 
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각각 

 


